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概要

TOF-SIMSは、異物、付着物、汚れ、変色など、工程に起因する汚染の原因究明に非常に有効な手法で
す。異物などの汚染から得られたマススペクトル情報を、汚染源候補の部品のマススペクトル情報と比
較することで、それら汚染源を推測することができます。
本資料では、Siウエハの異物と、ウエハ製造工程の中で使用する樹脂製チューブ4種を準備し、そのマ
ススペクトル情報を比較することで、異物がどの工程で使用する部品に起因する汚染なのか評価しまし
た。

ウエハの汚染原因を推定することが可能です。

測定法 ：TOF-SIMS
製品分野 ：電子部品,製造装置・部品,日用品
分析目的 ：不純物評価・分布評価
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分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

異物発生の原因調査：チューブの分析異物発生の原因調査：チューブの分析

TOF-SIMSを用いて工程中でのウエハ汚染源の推定が可能です。

■定性結果
異物と汚染源候補である部品チューブA～Dの定性スペクトルを以下にまとめます。

異物からは、チューブBで特徴的なCOF系のイオン（▼）が検出されました。

■考察
異物と部品チューブ4種の定性スペクトルを比較した結果、異物とチューブBがよく一致することがわかり
ました。これらの結果より、 Siウエハ上の異物は、チューブB由来の汚染と推定されます。
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表1. 検出イオンのまとめ
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図1. 評価試料のイメージ図と定性スペクトル(負イオン)
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